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Abstract 


An optoelectronic quantum well device comprises a stack of layers that have different gap widths and 
constitute quantum wells possessing, in the conduction band, at least two permitted energy levels, this stack 
of layers being included between two" reflection means. The device also comprises a diff ractibn grating 
between one of the mirrors and the stack of layers. 
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(54) Dispositif optoelectronique a puits quantlques 


(57) L'invention conceme un dispositif optoelectro- 
nique a puits quantiques comportant un enr>pilennent de 
couches (PQ) de targeurs de bandes Interdites differen- 
tes et constituant des puits quantiques possedant dans 


la bande de conduction au motns deux niveaux d'dner- 
gie pemnis, cet empilement de couches etant compris 
entre deux moyens de reflexion (Ml, M2). It connporte 
egalement un reseau de diffraction (R2) compris entre 
Tun des miroirs (Ml) et rempilement de couches (PQ). 
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<^wi6 peut dtreunemic«cavitt8 rrtXable & cell rta- 
tede dans tes lasers VCSEL's ou non. la microcavM 
^«nt en gSn^ral des avantages en tem,es d-inWgra- 
toneideperformances Lesreseauxpeuv ntSfreSune 
d»r.nsion(un seule polarisation est coupW ) ou d s 
deuxd»nens«ns(lesdeuxpobrisatibn8sontcoupl*es) 
«peuvent«red »om,e variable (lamellaire.,JguS- 

Nous allor« iiiustrer ci^essous les amelioratjons « 
^performances apportSes par I'inuoduction de tr^ 

sousbandes dans des puits GaAs/AlQaAe et fonction- 
nan . ^cidence nolle. Ces exempte, Ts^^ 
telrfs e. ne constituent pas des optimisations absolu« rs 

cTssiSTsZ '"^^ Perfonr-ances ac! 

cesstoles dans ces structures. Pourles transitions inter- 
sousbandes, ridee peut s'applipuer 6 la 
modulation ou remission 

A)Danslad6tectionetremission, il taut distinguer deux 20 


des imageurs themiiques usuels). Le spectre 

e 12 urn), la reponse spectrale du detecteur est lar- 
ge egalement (par exemple 8-10 urn) et le siqnal 

toiale iniegree sur tout le spectre. La microcavite a 

emps qu'elle augments la reponse p,c, en gardam 
'■mtegraledpeupresconstante 
A2) on s-interesse h la reponse sur un spectre etroil 
En par„culler. on cherche ^ obtenir une revise 

llf ! T^*^^" • «"««"9^e"'e 'a reponsea la 
longueurd-ondevoulue.e, en memo temps, ellere^ 

S c ^"^ '^'<'"'^« vo.s.nes qui 

■nduisentdubnjltsurlamesure. 

^'^'"'""'strationsvont Sire donnees pour la d6tec- 
non Les processus d'absorpt^x, e. cremi^on 6.^n t 
m^aires ,es conclusions pour remiss,on (fonctrne 
men, eruaser) seront les memes que pour la de tectS, « 
aune tongueurd-ondeicionnee. En panLher ceUeS 
sapp que partaltemen, aux lasers ..ersousbanr 

1 ) On s .nteresse aux deiecteurs couples par un ,6- 

seaume,alhs6(onc,K«nan,parr6flex«x,(f.gure^^^^^^ 

t^lZZT ''''' avec'une coirS .0 
d absorpnon des purts centre* a 10 Mm et de largeur 10 

lTme.Se!iT'''*'''''''^~"P^^^ 

amellaire (1 dimension) don, on va op„m,ser la qeome- 

r« pour obtenir la reponse p,c max.rnale La 
esua.,e dans 3 cas tels que representee en figures 3a 
La figure 3a repr6senie la structure de puits quan- 


U^esPOaiaquelleestassocidonrfeeaudedinraction 
R2. lensemMe «ant r«ali8« sur un substiat 

r mpitementdepuitsquantiquesPQ str6alis6surune 
couchedeguidag GSpaisse (3.5 ^rnjtf indie optiquj 
mfeneur d celui des mat6riaux de fenvilement PQ Hr 

ZT^t^JT^ ° ^ ^ rempilement PO est 
en QaAs^AIGaAs et le substiat est en GaAs Oans w« 

corrf«i««. laiumiireLarrivantdans ledisposifif At^. 

'?!^»«'™L'«^«8« to subsirat S. la couche G puis 
rempilememPQou elle est partiellemem absorbSe 
um«re non absorbie attaint le reseau R2 qui b di««c- 

I interface empilement POcouche G 

B«nf i^f .™ "P'*'«"<« «l*sposilif avec miroir de 
Bragg M tel que le dispositif de la figure 2b 

mi,„Srf ^ °" ^ ^'^^ enife 2 

oau re part. L'epaisseur de la cavit6 est choisis pour 
que la cavit6 resonne d 10 ^m. POur 

^^"""^'^'"""•'S'^'woiptionsans AlAs. Lespec- 
treesnargeetl-absorptionpicestfaibleosy.) 
La figure 4b montre rabsorption dans les cas des 

dechelte en abscisses et ordonnees entre les figures 
4ae, 4b.. Les spectres son, etroits et I'absorption pe Z 

Bragg). cavitd est plus perfom«nte avec le miroir de 
Bragg qu. a un plus fort coefficient de reflexion que la 

ZtL'^l^f "^'^^ ~' P'"'' « rab- 

sorption plus forte. 

do, J! °" ''^ ™"'e"an( illusrrer feffe, cavit* sur des 
deteceurs couptes par r6seaux dielectriques (GaAs 

c^t.TTT'"'^ ""'^ iransmission. On a uS 
couche de 40 puits quantiques dopes S i0"cm-2 et 
ayam une transition 4 5 pm avec une largeur de 10 meV 

irdr:a's."~^'^^' 

.) le reseau esi grave dans GaAs et aucune autre 

ZT? "'"'1 " ""^ ^ ^ '"i'oir 

ormanl cav,t6. Le spectre d"absorption est large et 
I absorption pic est faible (5,6 %) 
") La stricture precedents es, recouvertede Scou- 
ches CaFj/ZnSe/CaFj constituan, le miroir sup6- 
neur M2 e, on dispose sous la zone active 5 p^Z 
desde AlAs/GaAs constituent lemiroirinferieurMI 
cela correspond au dispositif de la figure 2a On a 
'^^^'on est 6,roi, 
m labsorpiron px: est importante (43 %) iiiustran, 
le«et merocavite sur rabsorption du de.ecteur et 
meiiant en evidence I'efficacite de rinvention. 

n« on *!rf '^^ P«"' egalement fonction- 

ner en modulaieur. 

me.iilf.'r -^"lateurcomportan, un reseau 

metalteecomme en figure 2b. temodulateurfonctionne 
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